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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Утворення, трансформація і властивості ростових мікродефектів у напівпровідниковому кремнію.

2. The formation, transformation and properties of grown-in microdefects in semiconducting silicon.

Реферат:
1. Об'єкт досліджень: механізм утворення, -трансформації мікродефектів, їх властивості у -
напівпровідниковому Si. Мета: експериментальне. дослідження механізму утворення, росту і трансформації
_ мікродефектів, їхнього впливу на характеристики монокристалів Si і приладових структур. Методи:
селективне травлення, просвітлююча електронна мікроскопія, вимірювання електрофізичних параметрів
монокристалів і електричних характеристик приладових -структур. Основні результати: виявлено
співіснування. мікродефектів вакансійного і міжвузольного типів у Si незалежно від методу його
вирощування. Встановлений гетерогенний механізм утворення і трансформації ростових мікродефектів.
Досліджено зв'язок між утворенням мікрофедектів і наявністю фонових домішок.

2. Object of investigation: mechanism of microdefects formation, transformation and their properties in'
semiconducting Si. Aim: experimental research of the mechanism of formation, growth and transformation of
microdefects and their influence to performances of Si monocrystals and device compositions. Methods: selective
etching, transmission electron microscopy, measurement of electrophysical parameters of monocrystals and



electrical performances of device structures. Main results: the -coexistence of vacancy and interstitial
microdefects in Si irrespective of a method of its grown is revealed. The heterogeneous mechanism of grown-in
microdefects formation and transformation is established. The communication between the microdefects
formation and availability of background impurities is investigated.
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